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１．概要（Summary） 

BaSi2 の太陽電池デバイス応用には、結晶性の高い

高品質膜の 低コスト製造プロセスを確立することが重要

である。[1]。今回、☆☆を目指し、○○大学△△施設の

設備を利用して、BaSi2 成膜を検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】   

超高真空スパッタ装置 

【実験方法】 

基板加熱をしながら BaSi2 を約 1 m 積層、さらに酸

化防止膜として CaF2（約 50 nm）を連続成膜した。スパ

ッタは Ar 雰囲気、圧力 0.5 Pa、RF パワー 100 W の

条件で行った。作製したサンプルは以下の通り：  

（i） SiN/SiO2 基板（20 mm□）、加熱温度 500℃  

（ii） SiN/SiO2 基板（20 mm□）、加熱温度 600℃ 

（iii） n-Si（111）基板（10 mm□）、加熱温度 600℃ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

積層後のサンプルを Fig. 1 に示す。さらに自社にて 

CCD カメラ顕微鏡を用い、表面観察を行った。 Fig. 2 

に（i）～（iii）の表面画像を示す。BaSi2 は光吸 収係数

が大きいため、膜は黒く写っている。 

 

 

 

 

Fig. 1 Pictures of CaF2/BaSi2/Substrate fabricated 

by different conditions (i), (ii), and (iii). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 CCD images of the surface of each sample. 
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